1.7 — Diodos Especiais

LED - Light-Emitting Diode
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FOTODIODO: A luz incidente na jungdo p-n provoca um aumento dos
portadores minoritarios, controlando assim a corrente reversa no diodo.
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Optoacoplador

Isolador ou transformador ético
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VARACTOR (varicap, VVC): capacitor de semicondutor que tem sua
capacitancia controlada pela tens&o reversa aplicada.
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(Vg = applied reverse bias)




DIODO SCHOTTKY: Diodo rapido
Jungdo metal-semicondutor (s6 portadores majoritarios)
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,/ Aplicacées principais:
Jungao metal-semicondutor - circuitos de alta frequéncia (GHz)

- circuitos de baixa tensao-alta corrente

DIODO TUNEL.: Diodo altamente dopado que apresenta uma regi&o
de resisténcia negativa

Aplicagao principal: Osciladores

L
Simbolo: I (mA)
7
—— s
Ip ¥ Negative
SH i resistance
I region
i -R)
I
I
|
21
{ Superimposed semiconductor
Iy _"1' 1=~ ™ /— diode characteristic
1
L - /IL( | 1 —
0 TD,Z 04 06 08 1 Vy

v

Vy




